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【はじめに】 現在、新しい構造のMOSFETとして 3 次元立体構造MOSFETの研究が注目されている。これま

で、我々は Si(100)基板上と Si(111)基板上に形成した 1［nm］程度の Si酸化膜に、酸化膜トラップ密度の基板面

方位依存性があることを報告している［1］。今回、この酸化膜トラップ密度の面方位依存性と同様に、Si と SiO2

の緩和エネルギーの差ΔR にも面方位依存性があることを見いだした。そして、新たに Si(110)面を加えて、ΔR

から SiO2/Si(100)、SiO2/Si(110)、SiO2/Si(111)界面の 1［nm］程度の Si酸化膜の誘電率を推定したので報告する。 

【試料】  p 型の Si(100)、Si(110)、Si(111)面基板上に膜厚 1.2~1.3［nm］の SiO2をドライ酸化で形成した。  

【実験方法】  SiO2/Si(100)、SiO2/Si(110)、SiO2/Si(111)界面における Si 1s軌道と Si 2p軌道の光電子の結合エ

ネルギーと、Si KLLオージェ電子の運動エネルギーを SPring-8で測定した。測定は同一試料で 3回ずつ行った。 

【実験結果】  SiO2/Si(100)、SiO2/Si(110)、SiO2/Si(111)界面の Si 1s軌道と Si 2p軌道のピークエネルギーと、

KLLオージェ電子のピークエネルギーから Siと SiO2のΔRを算出したものを Fig. 1に示す。Siと SiO2のΔRは

式(1)から求めた［2］。Fig. 1 に示した値は 3 回の測定の平均値である。ΔR は SiO2/Si(100)、SiO2/Si(110)、

SiO2/Si(111)の順に大きくなり面方位依存性が見られた。次に、ΔRから Si酸化膜の誘電率εSiO2を推定したもの

を Fig. 2に示す。Si酸化膜の誘電率は式(2)から求めた［3］。誘電率は、SiO2/Si(100)、SiO2/Si(110)、SiO2/Si(111)

の順に小さくなっている。誘電率と原子間距離は比例の関係にある［4］。このことより、Si-O の結合長は

SiO2/Si(100)、SiO2/Si(110)、SiO2/Si(111)の順に小さくなっていることが推測される。 
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Fig. 1 　Diffrence of Relaxation Energy  
at SiO2/Si interfaces.	 
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